Rezumat

Sticlele calcogenice GexAsxSeiox (x=0-0.3) si (AssS3Ses);x:Sny (x=0-0.1) au fost
sintetizate din elemente cu o puritate de SN prin metoda de topire-stingere la doud temperaturi:
900-1000°C, timp de 48 ore. Straturile amorfe din sticlele calcogenice sintetizate grosime de ~
2um au fost preparate prin metoda de depunere termica in vid pe substraturi de sticla acoperite
cu electrozi conductivi (Al ori ITO), necesari pentru inscrierea retelelor de difractie cu ajutorul
fascicolului de electroni. Pentru masuratori electrici, fotoelectrici si de fotocapacitate au fost
obtinute structuri de tip “sandwich” cu electrozi de baza cu suprafata din Al cu grosimea 30-100
nm.

Pentru studiul structurii si controlarea puritdtii materialelor obtinute au fost efectuate
masuratori NIR, FTIR, Micro-Raman, XRD, SEM. S-a constatat ca structuri selectate sunt
omogene, au faza amorfa (lipsesc fazele cristaline), si contin cantitatea elementelor initial pusa.
Cu cresterea concentratiei Sn si Ge, se observa scaderea benzilor de absorbtie in spectrele
infrarosu.

Pentru efectuarea masurarilor optice ale straturilor subtiri au fost folosit Spectrofotometru
Uv-Vis NIR PerkinElmer (A=400-1900 nm) (Fig. 1). Pentru construirea si prelucrarea spectrelor

de transmisie a fost utilizat programul computational Origin.
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S-a observat ca, odata cu cresterea concentratici de Sn in straturile amorfe, la doze de

radiatie mari are loc o crestere brusca a eficientei de difractie (Fig.2). In respect cu materialul de

baza As4S;Ses, odatad cu cresterea dozei de radiatie, eficienta de difractie continuie sa creasca.



Pentru ridicarea efecientei de difractie pelicule cu retele studiate au fost tratate in solventi KOH
(0.14%) la diferite intervaluri de timp (1-20 s). A fost observat ca timpul tratarii optimal este de
10 secunde. In asa conditii efecienta de difractie a crescut de ~2 ori.

Retelele de difractie care corespund cresterii brusce a eficientei de difractie 7;, aditional au
fost studiate cu ajutorul Microscopului cu Forta Atomica (AFM) (Fig.3). Ca rezultat a fost
stabilit, ca in aceste retele de difractie in afara de modularea caracteristicilor de amplituda-faza,
are loc si formarea unui relief, care corespunde schimbarilor de amplituda si relief-faza. Cu
ajutorul unui soft special (Gwyddion) a fost determinat adancimea profilului acestor tablouri de
difractie (Fig. 4, 5).

Adancimea maxima a retelelor a constituit d~200 nm 1n sticlele GexAsySe;ox si d~5 nm in

(As4S3Se3)1xSny .
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Fig.2 Dependenta eficientei de difractie n; a Fig.3. Retelele de difractie scrise cu raza de

lectroni (AFM
retelelor de difractie cu perioada A=2 um de electroni ( )

doza fascicolului de electroni pentru
straturile amorfe de (As4S3Se3)1xSny (x=0

(1); x=0.01 (2); x=0.05 (3)).
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Fig.4. Profilul tabloului retelelor de difractie = Fig.5. Modularea adancimii reliefului retelei de
inscrise in straturile amorfe difractie Inscrise in stratul amorf cu EBL

(As4S35€3)0.955n0,05.



